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【はじめに】グラフォエピタキシーは，基板表面にサブミクロン周期で形成された立体形状と異

方的な薄膜－基板界面エネルギーを利用して薄膜の面内配向を制御する技術である．我々は，こ

の手法を In2O3に適用し，逆ピラミッドテクスチャ SiO2/Si基板上に，擬 VLS法によって In2O3の

グラフォエピタキシャル成長を実現した[1]．今回，基板面でストライプ－アレイ状に配置した V

溝パターン SiO2/Si基板を用いることで，配向度の向上を確認したので報告する． 

【実験】V溝パタ－ン(ピッチ幅 400 nm)SiO2/Si基板上に，厚さ約 400 nmの In薄膜を真空蒸着し

た．窒素ガス(6N, 0.4 MPa)を封入した雰囲気下 500 °Cに加熱する際の昇温速度を実験パラメータ

とし，2 時間保持することで残留酸素ガスによる液相 In の酸化ならびに In2O3薄膜のグラフォエ

ピタキシーが誘起される度合いを走査型電子顕微鏡(SEM)観察と X線回折により評価した． 

【結果と考察】Fig. 1に擬 VLS成長した In2O3の SEM像と{440}極点図を示す．SEM像において 

(100)面直配向に特徴的なファセットを有する結晶粒が，V 溝パターンに平行かつ密に並ぶ構造が

観察された．{440}極点図からは 4 回回転対称のスポットが観察され，In2O3のグラフォエピタキ

シャル成長が明らかとなった．また，回折スポットの形状が非対称であることから，In2O3が V溝

パタ－ン基板上で異方的に成長している可能性が示唆される．Fig. 2に X線回折のφ -スキャンお

よびω -スキャンから得られた各々のピ－ク半値幅の昇温速度依存性を示す．いずれも昇温速度の

減少に伴って縮小することから，昇温速度が擬 VLS成長に寄与する重要な因子であることが分か

った．ω -スキャンのピ－ク半値幅が V 溝パタ－ン基板に対する X 線入射方向で異なることも，

異方的なグラフォエピタキシャル成長を支持している． 
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Figure. 1. SEM image (left) and {440} pole figure (right) of 
In2O3 films grown on a V-groove patterned substrate. 

Figure. 2. Heating-up rate dependence of 
FWHM of {440} φ-scan (left) and (400) 
ω-scan (right).  
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